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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電流データ信号によって、有機ＥＬ素子の電流を制御する電流駆動画素回路であって、
　ゲート電圧に応じた電流を有機ＥＬ素子に供給する駆動トランジスタと、
　この駆動トランジスタのゲートに、ゲートが接続され、ドレインまたはソースが制御ラ
インに接続された容量トランジスタと、
　を有し、
 前記駆動トランジスタと前記容量トランジスタは、同極性のトランジスタであり、かつ
、しきい値電圧が同一とみなせ、
　前記容量トランジスタがオフの状態で、電流データ信号に応じた電圧を前記駆動トラン
ジスタのゲートにセットし、その後制御ラインの電圧を変更して前記容量トランジスタを
オンすることで、その際に前記容量トランジスタに発生する容量に蓄積された電荷を利用
して駆動トランジスタのゲート電圧をコントロールすることを特徴とする電流駆動画素回
路。
【請求項２】
　請求項１に記載の電流駆動画素回路において、
　前記容量トランジスタは、ｐチャネルトランジスタであることを特徴とする電流駆動画
素回路。
【請求項３】
　データラインに供給される電流データ信号によって、有機ＥＬ素子の電流を制御する電
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流駆動画素回路であって、
　一端がデータラインに接続され、制御端が第１制御ラインに接続される選択トランジス
タと、
　一端が前記選択トランジスタの他端に接続され、制御端が第２制御ラインに接続される
書き込みトランジスタと、
　制御端が前記書き込みトランジスタの他端に接続され、一端が電源ラインに接続され、
他端が前記選択トランジスタの他端に接続される駆動トランジスタと、
　一端が前記駆動トランジスタの他端に接続され、制御端が第３制御ラインに接続される
制御トランジスタと、
　この制御トランジスタの他端に接続され、駆動トランジスタに流れる駆動電流を流す有
機ＥＬ素子と、
　前記駆動トランジスタの制御端と、前記電源ラインを接続する保持容量と、
　前記駆動トランジスタの制御端に制御端が接続され、被制御端の一方または両方が第４
制御ラインに接続された容量トランジスタとを有し、
 前記駆動トランジスタと前記容量トランジスタは、同極性のトランジスタであり、かつ
、しきい値電圧が同一とみなせ、
 前記選択トランジスタ、書き込みトランジスタをオンし、前記制御トランジスタをオフ
してデータラインに流れるデータ電流を駆動トランジスタに流し、その後前記選択トラン
ジスタ、前記書き込みトランジスタをオフし、前記制御トランジスタをオンするとともに
、前記第４制御ラインの電圧を変動させて、前記容量トランジスタをオンし、前記容量ト
ランジスタのオンに伴い前記容量トランジスタから放出される電荷によって、前記駆動ト
ランジスタの制御端電圧を変化させ、この際に前記駆動トランジスタに流れる駆動電流に
よって前記有機ＥＬ素子を駆動することを特徴とする電流駆動画素回路。
【請求項４】
　請求項３に記載の電流駆動画素回路において、
　前記選択トランジスタを、前記制御トランジスタと逆極性のトランジスタとし、前記第
１制御ラインと、前記第３制御ラインを１つの制御ラインで構成することを　特徴とする
電流駆動画素回路。
【請求項５】
　請求項４に記載の電流駆動画素回路において、
　前記選択トランジスタを、前記容量トランジスタと同極性のトランジスタとし、前記第
１、第３および第４制御ラインを１つの制御ラインで構成することを特徴とする電流駆動
画素回路。
【請求項６】
　請求項３に記載の電流駆動画素回路において、
 前記駆動トランジスタと前記容量トランジスタは、ｐチャネルトランジスタであり、
　前記容量トランジスタをオンする際に、前記第４制御ラインを前記電源ライン以上の電
圧に設定することを特徴とする電流駆動画素回路。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電流データ信号によって、有機ＥＬ素子の電流を制御する電流駆動画素回路
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、有機ＥＬ素子を駆動する画素回路として、電流駆動型のものが知られている
。この電流駆動型の画素回路では、電流データ信号に応じて、駆動トランジスタに対応す
る電流を流しながらそのゲート電圧をセットする。
【０００３】
　単にデータ電圧を駆動トランジスタのゲートにセットした場合には、駆動トランジスタ
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のしきい値電圧のばらつきによって、駆動トランジスタに流れる駆動電流が変化して、有
機ＥＬ素子の発光輝度が変化してしまう。電流駆動型の画素回路によれば、駆動トランジ
スタに電流データ信号に応じた電流を流しながらそのゲート電圧をセットするため、比較
的正確な駆動電流を得ることができる（特許文献１）。
【０００４】
【特許文献１】特開２００１－１４７６５９号公報
【特許文献２】特開２００４－１２８９７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ここで、電流駆動型の画素回路においては、最小輝度を実現するためには、小さなデー
タ電流信号に応じた電圧を駆動トランジスタのゲートにセットする必要があり、設定する
前の時間が長くなってしまうという問題があった。
【０００６】
　また、電流データ信号を比較的大きくしてそれに対応する電圧を駆動トランジスタのゲ
ートにセットし、縮小した駆動電流により、有機ＥＬ素子を駆動することについての提案
もある（特許文献２）。しかし、この手法では、縮小時に駆動トランジスタに応じた電圧
値を印加できず、一定の電圧値であるため、駆動トランジスタの移動度がばらついた場合
には誤差が大きくなるという問題があった。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、電流データ信号によって、有機ＥＬ素子の電流を制御する電流駆動画素回路
であって、ゲート電圧に応じた電流を有機ＥＬ素子に供給する駆動トランジスタと、この
駆動トランジスタのゲートに、ゲートが接続され、ドレインまたはソースが制御ラインに
接続された容量トランジスタと、を有し、前記容量トランジスタがオフの状態で、電流デ
ータ信号に応じた電圧を前記駆動トランジスタのゲートにセットし、その後制御ラインの
電圧を変更して前記容量トランジスタをオンすることで、その際に前記容量トランジスタ
に発生する容量に蓄積された電荷を利用して駆動トランジスタのゲート電圧をコントロー
ルすることを特徴とする電流駆動画素回路。
【０００８】
　また、前記容量トランジスタは、ｐチャネルトランジスタであることが好適である。
【０００９】
　また、本発明は、データラインに供給される電流データ信号によって、有機ＥＬ素子の
電流を制御する電流駆動画素回路であって、一端がデータラインに接続され、制御端が第
１制御ラインに接続される選択トランジスタと、一端が前記選択トランジスタの他端に接
続され、制御端が第２制御ラインに接続される書き込みトランジスタと、制御端が前記書
き込みトランジスタの他端に接続され、一端が電源ラインに接続され、他端が前記選択ト
ランジスタの他端に接続される駆動トランジスタと、一端が前記駆動トランジスタの他端
に接続され、制御端が第３制御ラインに接続される制御トランジスタと、この制御トラン
ジスタの他端に接続され、駆動トランジスタに流れる駆動電流を流す有機ＥＬ素子と、前
記駆動トランジスタの制御端と、前記電源ラインを接続する保持容量と、前記駆動トラン
ジスタの制御端に制御端が接続され、被制御端に一方または両方が第４制御ラインに接続
された容量トランジスタと、を有することを特徴とする。
【００１０】
　また、前記選択トランジスタを、前記制御トランジスタと逆極性のトランジスタとし、
前記第１制御ラインと、前記第３制御ラインを１つの制御ラインで構成することが好適で
ある。
【００１１】
　また、前記選択トランジスタを、前記容量トランジスタと同極性のトランジスタとし、
前記第１、第３および第４制御ラインを１つの制御ラインで構成することが好適である。
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【００１２】
　また、前記選択トランジスタ、書き込みトランジスタをオンし、前記制御トランジスタ
をオフしてデータラインに流れるデータ電流を駆動トランジスタに流し、その後前記選択
トランジスタ、前記書き込みトランジスタをオフし、前記制御トランジスタをオンすると
ともに、前記第４制御ラインの電圧を変動させて、前記容量トランジスタをオンし、前記
容量トランジスタのオンに伴い前記容量トランジスタから放出される電荷によって、前記
駆動トランジスタの制御端電圧を変化させ、この際に前記駆動トランジスタに流れる駆動
電流によって前記有機ＥＬ素子を駆動することが好適である。
【００１３】
　また、前記容量トランジスタをオンする際に、前記第４制御ラインを前記電源ライン以
上の電圧に設定することが好適である。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、容量トランジスタのオンオフを利用するため駆動トランジスタの特性
に応じた電流縮小を実現できるので、電流駆動の利点であるしきい値ばらつきに対する補
償と移動度のばらつきに対する補償の精度を損なうことがない。
【００１５】
　また、容量トランジスタをオンにする際に、容量トランジスタに十分な順バイアスをか
けることで、駆動トランジスタを十分オフして、十分な黒レベルを達成することができる
。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下、本発明の実施形態について、図面に基づいて説明する。
【００１７】
　図１は、実施形態にかかる画素回路の構成を示す回路図である。データラインＤＬには
、ｐチャネルの選択ＴＦＴ２０のドレインが接続され、この選択ＴＦＴ２０のソースには
、ｐチャネルの書き込みＴＦＴ２２ドレインが接続されている。また、選択ＴＦＴ２０の
ゲートには、制御ラインＥＳが接続されている。書き込みＴＦＴ２２のソースは、ｐチャ
ネルの駆動ＴＦＴ２４のゲートが接続されている。書き込みＴＦＴ２２のソースには、ｐ
チャネルの容量ＴＦＴ２６のゲートが接続されている。
【００１８】
　容量ＴＦＴ２６は、ソース、ドレインのいずれか一方または両方が制御ラインＥＳに接
続されている。
【００１９】
　書き込みＴＦＴ２２のソース、駆動ＴＦＴ２４のゲートおよび容量ＴＦＴ２６のゲート
は、保持容量２８を介し電源ラインＰＶＤＤに接続されている。また、駆動ＴＦＴ２４の
ソースは、電源ラインＰＶＤＤに接続され、ドレインには選択ＴＦＴ２０のソースと書き
込みＴＦＴ２２のドレインが接続されている。さらに、駆動ＴＦＴ２４のドレインにはｎ
チャネルの制御ＴＦＴ３０のドレインが接続され、この制御ＴＦＴ３０のソースは、有機
ＥＬ素子３２のアノードに接続されている。また、有機機ＥＬ素子３２のカソードは、カ
ソード電源ＣＶに接続されている。
【００２０】
　図７に示すように、データラインＤＬには、該当列における各行の画素についてのデー
タ信号が順次供給される。すなわち、データ信号は、水平走査方向（行方向）の各画素毎
の指定電流を順次供給するものであり、これが該当するデータラインＤＬに順次供給され
る。
【００２１】
　そして、該当行のデータがデータラインＤＬに順次供給されるときに、制御ラインＥＳ
がその１水平期間にわたって、Ｌレベルに設定される。また、制御ラインＷＳは、制御ラ
インＥＳに比べ若干遅れてＬレベルに設定され、かつ制御ラインＥＳがＨレベルになる若
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干前にＨレベルに設定される。これによって、選択ＴＦＴ２０がオンの期間にのみ、書き
込みＴＦＴ２２がオンされる。
【００２２】
　従って、該当行の書き込みが行われるタイミングでは、まず制御ラインＷＳ、ＥＳがＬ
レベルになる。これによって、選択ＴＦＴ２０，書き込みＴＦＴ２２がオンになり、制御
ＴＦＴ３０はオフになる。そして、データラインＤＬには、輝度に応じたデータ電流（指
定電流：ＩＤＡＴＡ）を流す。この場合には、データラインＤＬから所定のデータ電流を
引き抜く。
【００２３】
　書き込みＴＦＴ２２がオンしているため駆動ＴＦＴ２４は、そのゲートドレイン間が短
絡されており、従って、指定電流ＩＤＡＴＡは、ダイオード接続された駆動ＴＦＴ２４、
オンになっている選択ＴＦＴ２０を介しデータラインＤＬに流れる。すなわち、駆動ＴＦ
Ｔ２４に指定電流ＩＤＡＴＡが流れる。そして、図２に示すように、そのときの駆動ＴＦ
Ｔ２４のゲート電圧が保持容量２８によって保持される。これは、ＰＶＤＤよりＩＤＡＴ
Ａに対応する電圧Ｖｄａｔａだけ低い電圧になっている。
【００２４】
　ここで、制御ラインＥＳは、Ｌレベルであり、容量ＴＦＴ２６のゲートは、制御ライン
ＥＳに接続されている端子（例えばソース）に比べ、十分高く、容量ＴＦＴ２６はオフで
ある。よって、Ｃｇはほとんど０とみなせ、そこに電荷は蓄積されていないものとみなせ
る。
【００２５】
　すなわち、駆動ＴＦＴ２４のゲート電圧は、データ電流（指定電流）ＩＤＡＴＡが流れ
ているときのゲート電圧であり、ＰＶＤＤ－Ｖｄａｔａである。従って、保持容量２８の
容量をＣｓとすれば、保持容量Ｃｓには、Ｃｓ・Ｖｄａｔａの電荷が充電される。一方、
制御ラインＥＳのＬレベル電圧を０Ｖとすれば、容量ＴＦＴ２６には、Ｃｇ・（ＰＶＤＤ
－Ｖｄａｔａ）≒０の電荷が充電される。
【００２６】
　このようにして、駆動ＴＦＴ２４のゲート電位の設定が終了した場合には、制御ライン
ＷＳをＨレベルとした後、制御ラインＥＳをＨレベル（例えばＰＶＤＤ）とする。これに
よって、書き込みＴＦＴ２２をオフした後に、選択ＴＦＴ２０がオフされ、制御ＴＦＴ３
０がオンする。
【００２７】
　ＴＦＴのゲート容量は、ＥＳの電位がＰＶＤＤ－Ｖｄａｔａ＋｜Ｖｔｐ｜から発生し、
ＥＳがＰＶＤＤになるまでの電荷を蓄積する。この間の電荷量は、図３のように表され、
ΔＱ＝Ｃｇ（Ｖｄａｔａ－｜Ｖｔｐ｜）となる。これが保持容量Ｃｓと、ＴＦＴ２６の容
量Ｃｇによって吸収されて、駆動ＴＦＴ２４のゲート電圧Ｖｇ’が決定される。
【００２８】
　従って、ゲート電圧の変化量ΔＶ＝Ｖｇ－Ｖｇ’は、
　ΔＶ＝α（Ｖｄａｔａ－Ｖｔｐ）
となる。ここで、α＝Ｃｇ／（Ｃｇ＋Ｃｓ）である。
【００２９】
　従って、駆動ＴＦＴ２４のゲート電圧は、制御ラインＥＳのＰＶＤＤにすることによっ
て、ΔＶだけシフトする。従って、αに応じて、指定電流ＩＤＡＴＡに対し、縮小された
電流Ｉｏｌｅｄが駆動ＴＦＴ２４の駆動電流Ｉｏｌｅｄとして取り出され、有機ＥＬ素子
３２に供給される。
【００３０】
　そこで、本実施形態によれば、指定電流ＩＤＡＴＡを比例縮小したＩｏｌｅｄを有機Ｅ
Ｌに供給することができ、指定電流ＩＤＡＴＡを大きな値としておき、これを縮小した駆
動電流を得ることができ、データ書き込み速度を上昇することができる。
【００３１】
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　ここで、本実施形態においては、容量ＴＦＴ２６を利用しており、上述のようにΔＶは
、容量ＴＦＴ２６のしきい値電圧Ｖｔｐに応じて変化する。この容量ＴＦＴ２６は、駆動
ＴＦＴ２４の近傍に形成することが容易であり、また同じｐチャネルＴＦＴである。従っ
て、容量ＴＦＴ２６と、駆動ＴＦＴ２４のしきい値電圧を同一のＶｔｐにとすることは容
易である。
【００３２】
　これによって、本実施形態によれば、画素によって、駆動ＴＦＴ２４のしきい値電圧Ｖ
ｔｐが異なった場合において、これを補償することができる。また、容量ＴＦＴ２６を用
いることで、キャリアの移動度のばらつきについても補償することができる。
【００３３】
　すなわち、図４に示すように、駆動ＴＦＴ２４として、ＴＦＴ２４－１と、ＴＦＴ２４
－２が存在し、両者のトランジスタ特性、すなわちしきい値電圧がＶｔｐ１、Ｖｔｐ２と
異なるとともに、ゲート電圧の変化に対するドレイン電流の傾き（キャリアの移動度）が
異なる場合を考える。
【００３４】
　特性が異なるため、同一の指定電流ＩＤＡＴＡに対し設定される駆動ＴＦＴ２４のゲー
ト電圧は、ＴＦＴ２４－１についてＶｄａｔａ１、ＴＦＴ２４－２についてＶｄａｔａ２
と異なった値になる。この場合のＴＦＴ２４－１のドライブ領域は、それぞれ（Ｖｄａｔ
ａ１－Ｖｔｐ１）、ＴＦＴ２４－２のドライブ領域は（Ｖｄａｔａ２－Ｖｔｐ２）であり
、ＥＳをＨ（ＰＶＤＤ以下）とし、容量ＴＦＴ２６をオンとした場合に移動する電位ΔＶ
１、ΔＶ２は、それぞれΔＶ１＝α（Ｖｄａｔａ１－Ｖｔｐ１）、ΔＶ２＝α（Ｖｄａｔ
ａ２－Ｖｔｐ２）となる。ここで、α＝Ｃｇ／（Ｃｇ＋Ｃｓ）である。従って、電位の移
動後に設定されるＴＦＴ２４－１、ＴＦＴ２４－２のゲート電圧Ｖｇ１’、Ｖｇ２’は、
それぞれ、（Ｖｄａｔａ１－Ｖｔｐ１）、（Ｖｄａｔａ２－Ｖｔｐ２）をα：（１－α）
で内分した位置になり、対応する駆動電流Ｉｏｌｅｄは、αが同一であれば、ＴＦＴ２４
－１、ＴＦＴ２４－２において、同一になる。すなわち、容量ＴＦＴ２６の容量Ｃｇ、保
持容量Ｃｓの値が各画素で変動しなければ、駆動ＴＦＴ２４のしきい値Ｖｔｐおよびキャ
リア移動度（ゲートソース間電圧とドレイン電流の関係）がばらついても、駆動電流Ｉｏ
ｌｅｄは変動しないことになる。
【００３５】
　このように、本実施形態によれば、駆動ＴＦＴ２４のしきい値、および移動度の変動を
補償して、ばらつきの少ない表示が行える。
【００３６】
　さらに、本実施形態の回路においては、制御ラインＥＳをＨレベルにして、駆動電流Ｉ
ｏｌｅｄを有機ＥＬ素子３２に供給する。上述の実施形態においては、制御ラインＥＳを
ＰＶＤＤ（またはそれ以下）としたが、これをＰＶＤＤ以上の電圧ＶＶＤＤにすることも
好適である。
【００３７】
　このようにすると、指定電流ＩＤＡＴＡを流したときにセットされる駆動ＴＦＴ２４の
ゲート電圧Ｖｇは、上述の場合と同様であるが、制御ラインＥＳがＶＶＤＤになることに
よって、ゲート電圧Ｖｇ＝（ＰＶＤＤ－Ｖｄａｔａ）からＶｇ”＝（ＶＶＤＤ－Ｖｔｐ）
に変化する。従って、放出電荷ΔＱが増加し、ゲート電圧の変化量ΔＶ＝Ｖｇ－Ｖｇ”は
より大きくなる。
【００３８】
　従って、ＶＶＤＤの値を大きくすることで、駆動ＴＦＴ２４に流れる駆動電流Ｉｏｌｅ
ｄを小さくすることができ、黒レベルにおいて、駆動電流０を達成することができる。す
なわち、制御ラインＥＳのＨレベル電圧を調整することで、駆動ＴＦＴ２４のオフセット
量を任意に調整でき、黒レベルの際に確実に駆動電流Ｉｏｌｅｄを０にすることができる
。
【００３９】
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　すなわち、制御ラインＥＳをＨレベルの電圧に変更することで、図５に示すように、指
定電流ＩＤＡＴＡに対し設定されるゲート電圧Ｖｇに対し、実際のゲート電圧Ｖｇ”の差
はΔＶ＋Ｖｏｆｆｓｅｔとなり、制御ラインＥＳのＨレベル電圧を調整することで、Ｖｏ
ｆｆｓｅｔを調整して、実際に設定されるゲート電圧Ｖｇ”を調整することができる。
【００４０】
　なお、制御ラインＥＳのＨレベルの電圧をＰＶＤＤより高くしても、その際に容量ＴＦ
Ｔ２６から放出される電荷量がそのしきい値電圧に応じて変化することはなく、Ｖｏｆｆ
ｓｅｔは一定である。このため、駆動ＴＦＴ２４の移動度のばらつきに対する補償の効果
が十分でなくなるというデメリットがある。すなわち、図５に示すように、電圧電流特性
の傾きが異なると、同一の指定電流Ｉｄａｔａに対する駆動電流Ｉｏｌｅｄが図において
誤差と示すだけ異なることになる。しかし、この期間は、ＰＶＤＤ以上、ＶＶＤＤ以下の
期間であり、ごくわずかであるので、黒レベルにおける電流０の実現が重要である電流駆
動型の場合については、この構成を採用することが適切である。
【００４１】
　さらに、図６には、他の実施形態の構成が示してある。この実施形態においては、制御
ラインＥＳを容量ＴＦＴ２６のソース（および／またはドレイン）にのみ接続し、この制
御のためのみに利用する。また、選択ＴＦＴ２０と、制御ＴＦＴ３０のゲートには、ゲー
トラインＧＬを接続している。そして、選択ＴＦＴ２０、書き込みＴＦＴ２２をｎチャネ
ルＴＦＴ、制御ＴＦＴ３０をｐチャネルＴＦＴとしている。
【００４２】
　図８に示すように、該当行のデータがデータラインＤＬに順次供給されるときに、ゲー
トラインＧＬがその１水平期間にわたって、Ｈレベルに設定される。また、制御ラインＷ
Ｓは、ゲートラインＧＬに比べ、若干遅れＨレベルに設定され、ゲートラインＧＬがＬレ
ベルになる若干前にＬレベルに設定される。これによって、選択ＴＦＴ２０がオンの期間
にのみ、書き込みＴＦＴ２２がオンされる。
【００４３】
　そして、制御ラインＥＳは、ゲートラインＧＬがＬレベルの期間に、Ｈレベルにセット
される。従って、そのタイミング自体は、同一であるが、Ｈレベルの電圧は、ＰＶＤＤよ
り高いＶＶＤＤに設定されている。これによって、図５に示したように、オフセット電圧
Ｖｏｆｆｓｅｔを調整することができる。特に、制御ラインＥＳを容量ＴＦＴ２６のため
のみに設けたため、他のＴＦＴのオンオフなどに影響を与えず、オフセット電圧の調整が
行える。
【図面の簡単な説明】
【００４４】
【図１】実施形態に係る画素回路の構成を示す図である。
【図２】指定電流と駆動電流の関係を示す図である。
【図３】放出される電荷量について説明する図である。
【図４】しきい値のばらつきに対する、指定電流と駆動電流の関係を示す図である。
【図５】オフセットを大きくした場合の指定電流と駆動電流の関係を示す図である。
【図６】他の実施形態にかかる画素回路の構成を示す図である。
【図７】図１の回路における各信号のタイミングを示す図である。
【図８】図６の回路における各信号のタイミングを示す図である。
【符号の説明】
【００４５】
　２０　選択ＴＦＴ、２２　書き込みＴＦＴ、２４　駆動ＴＦＴ、２６　容量ＴＦＴ、２
８　保持容量、３０　制御ＴＦＴ、３２　有機ＥＬ素子。
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